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晶構造の評価を X線回折、電気伝導特性の評価を van der Pauw法および 4端子法、バ
ンド構造の評価をフーリエ変換赤外分光法および紫外可視近赤外分光法により行った。 
 
第3章. Sr2VO4 (001)エピタキシャル薄膜の合成と評価 



















第4章. Sr3V2O7 (001)エピタキシャル薄膜の合成と評価 
第 4章では第 3章で確立した Sr2VO4 (001)単結晶薄膜を作製する手法をさらに発展さ
せ、Sr3V2O7 (001)単結晶薄膜の合成に取り組んだ。Sr2VO4と Sr3V2O7は両者とも SrVO3




性 Ar ガスを用いることで Sr3V2O7 (001)エピタキシャル薄膜の合成に初めて成功した。




図 3. 異なる基板上に合成した Sr3V2O7薄膜の XRD θ−2θパターン。 
 
第5章. Srn+1VnO3n+1 (001)エピタキシャル薄膜の低次元電子物性 
第 5 章では電気伝導層の厚さと層間距離を系統的に制御した Srn+1VnO3n+1エピタキシ
ャル薄膜における低次元電子物性に関して記述されている。合成した薄膜の電気伝導特
性を評価し、強相関電子系の低次元電気伝導に関する効果と結晶構造の関連性について













図 4. 各基板上の(a) Sr2VO4、(b)Sr3V2O7薄膜の 2 Kでのシート伝導度の磁場依存性、 
赤色の曲線および黒の破線は理論式でのフィッティング結果を表す。 
 
第6章. Sr3−xLaxV2O7 (001)エピタキシャル薄膜の合成と低次元電子物性 
 




















構造や電気伝導特性に関して、第 6章で合成した Sr3V2O7 (001)エピタキシャル薄膜との
比較を行い、議論している。 
